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W referacie wprowadze technologi¢ osadzania warstw atomowych (ALD). Nastepnie omowi¢
zastosowania wybranych tlenkéw metali, takich jak tlenki glinu, cynku, hafnu, cyrkonu i/lub
tytanu otrzymanych w technologii ALD, w tym nowe, czgsto zaskakujace. Cienkie warstwy
tych tlenkow stosowane sa we wspoélczesnej elektronice, w fotowoltaice, w optoelektronice,
w sensoryce, jak i, jak wskazuja wyniki najnowszych naszych badan, moga znalez¢ szerokie
zastosowania w medycynie. W referacie omowig najpierw zastosowania tlenkéw we
wspolczesnej elektronice jako tzw. tlenki podbramkowe, a takze w przezroczystej elektronice,
a ostatnio w fotowoltaice i w optoelektronice jako przezroczyste kontakty. W chwili obecnej
pracujemy takze nad alternatywnymi ich zastosowaniami w medycynie. Omowione beda

przyktady ich zastosowan jako warstwy blokujace rozwoj bakterii.
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